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Organické vs Anorganické
scintilatory

* |iSi se zpusobem vzniku scintilacniho svétla -> jiné
charakteristickeé vlastnosti

* Anorganicke: vetsi svetelny vytezek, lepsi
inearnost, vhodné k mereni zareni gama

* Organické: rychle|Si odezva, vhodné k mereni
zareni a, B, ¢i neutronu



Organicky scintilator
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Anorganicky scintilator




VWhody ZnO scintilator

anorganicke scintilatory
vhodna vyzarovaci vinova deélka svetla 390 nm
v zavislosti na pridane latce, doba dosvitu: ns az us

kolik fotonu?



Detektory

» k detekci i malého poc¢tu fotonu
* fotonasobiC, fotodiody a kfremikovy totonasobic

e zesileni signalu az 108
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Spectroscopy



Metody mereni

* “single-electron” metoda (pro fotonasobice, |
kfemikove)

* porovnani piku uplného pohlceni a single-electron
piku

* porovnani signalu z primeho pohlceni paprsku X o
znamé energii a signalu ze scintilatoru (fotodiody)
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Fig. 1. (a) The incident (1),reflected (2) and transmitted light
(3) at a photocathode. (b) Direct absorbed (1), back reflected (2)
and trapped (3) scintillation light. (¢) Multiple internal reflected
light in window/photocathode substrate. (refraction is left out
of consideration).
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» Pouziti reflektoru da fotonuim vic moznosti byt
absorbovan -> zavedeni efektivni kvantové
efektivity

OF
I = RsTs(x)Rpy

QEn —

Rs- reflektivita obalu, Ts(x)-samoabsorbce,
Revr-reflektivita fotonasobice



e zmeéren pouze pocet foto-elektront Ypne Neb0O pocet
elektron-dira paru Yen

e absolutni svetelny vytezek Ypn

Voo th.e /eh
P RIT:QE),

R’s- reflektivita obalu, T s(x)-samoabsorbce,
QEn-modifikovana QE

e pro kiemikové fotonasobice plati

N, celkem

_Nfotonu ) PDE)-

Nzapaleny — 4Veelkem * 1 — ELP (

Nzapaleny - pocet zmérenych fotonu, Neekem - poCet pixeld,
Nfotonu - Ccelkovy pocet fotonu, PDE - efektivita detekce fotonu



Moje mereni



Marker: 1056 = 13552 keV




Blizka budoucnost

pouziti fotonasobicCe (tento tyden dorazil delliC
napeti)

zkusit nepouzivat zesilovac na vycitaci desce
Hamamatsu

testovani s 5 ns pulzy



Dekujl za pozornost.



